











DEJAVNOST LABORATORIJA ZA NELINEARNE ELEMENTE
NA FAKULTETI ZA ELEKTROTEHNIKO V LJUBLJANI

JoZe Furlan, Slavko Amon

Aktivnosti Laboratorija za nelinearne elemente (LNE) lah-
ko razdelimo na tri podro¢ja: teoretska dela, dela na pol-
prevodnigkih tehnologijah in razvoj polprevodnifkih struk-

tur.

I. Teoretska dela

V povezavi z eksperimentalnim in tehnologkim delom tefe-

j6 v LNE teoretske raziskave na podrodjih:

- teorija transporta nosilcev naboja v polprevodnikih (npr.
razvit racunalniSki program za analizo polprevodnigkih
struktur s segmentno analizo, razli¢ne analiti¢ne &tudi-
jel,

- teorija delovanja polprevodnikih elementov (bipolarni
transistor, razne strukture diod, fotodiod, senzorjev

tlaka, itd.),

teorija snovno-elektri¢nih lastnosti raznih zgradb sond-

nih celic (BSF, HLE, dvojno osvetljena, NPN, a-Si, itd.)

in razvoj analiti¢nih orodij za teoreti¢no analizo efektov

v sonénih celicah,

- raziskave fizikalno-elektridnih lastnosti in modelov de-
lovanja amorfnega silicija (koncentracije vezanih in pro-
stih nosilcev nabojev, generacije in rekombinacije, tran-
sport nabojev, itd.),

- raziskave merilnih metod za ugotavljanje fotoelektriénih

lastnosti monokristalnega in amorfnega silicija,

teorija razli¢nih polprevodnigkih tehnologij (npr. insta-
lacija in uporaba programa SUPREM-II , Studij difuzije ~
= razvit racunalnifki program za analizo difuzivnosti BM,

itd.).

II.Dela na polprevodnifkih tehnologijah

V LNE so v rabi naslednji tehnologki postopki:
- izdelava fotomask

- difuzija

- oksidacija

- depozicija amorfnega silicija v plazmi

- fotolitografija

- jedkanja (mokra)

-~ breztokovna in galvanska metalizacija
- montaza

- bondiranje

- spin-on tehnologija

~ tiskanje s pastami

elektri¢ne meritve

- optitne meritve

IIT. Izdelava polprevodnifkih struktur

V LNE je bila razvita tehnologija izdelave raznih polprevod-
niskih struktur, kot npf. :
- bipolarni moc¢nostni transistor s podatki:
=5 A
Cmax ’
JCE() =100V

[}a = 30

- silicijev senzor tlaka s podatki:

8

linearno podro¢je delovanja: AP=0 + 1 bar

odziv: A\}B— =0 + 4% (linearno)

(U) ~ napajalna napetost)
- fotosenzor s podatki:
podroéje uporabnosti: A S = 850 nm
max
napetost odprtih sponk: UOC =0,45V
kratkosticni tok pri osvetlitvi 1 Sonca:
IK =45 mA (chip 4,5 x 4,5 mm2)

IK = 0,9 mA (chip 1,3 x 4,5 mm2)

uporabnost: fotosenzor, merilne letve, napajanje LCD
prikazovalnikov itd.
- silicijeva son¢na celica s podatki:

premer rezine 5 cm

podatki pri osvetlitvi 1 Sonca: UOC =590 mV
ISC =0,6 A
FF  =0,7
Mno=12%
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DOBIJANJE PREDOBLIKA ZA OPTICKA VLAKNA BOCNOM HEMIJSKOM DEPOZICIJOM

Varuzan Kevorkijan

Uvod

Ideja da se opticka vlakna visokogq kvalitceta dobijaju izvia-
¢enjem iz predoblika-staklenog Stapa vedih dimenzija so-
stavljenog od jezgra i omotaca, danas je opSte prihvaéen
postupak njihove industrijske proizvodnje. Predoblik, koji
je u stanju da zadovolji stroge zahteve u pogledu kvaliteta
finalnog proizvoda-vlakna, danas je moguée dobiti uglav-
nom na tri nacina. Sva tri bazirana su na hemijskoj depo-
ziciji iz parne faze, to je nanoSenju Cestica SiO, i takozva-
nih dopanata (PZOS’ Ge02, BZOB i sliéno) na povrsinu no-
saCa, pri ¢emu razlikujemo:

1. Unutras$nju hemijsku depoziciju, UHD ili MCVD (Modi-
fied Chemical Vapor Deposition) [1] kod koje se Cestice
oksida deponuju po unutrasnjoj povrsini rotirajue kvarcne

cevi,

2. Spoljasnju aksijalnu hemijsku depoziciju, SAHD ili VAD
(Vapor Axjial Deposition) kod koje se ¢estice oksida, nas—
tale u plamenu viestrukog gorionika, deponuju na rotira-
judi kvarcni nosac¢ postavljen aksijalno u odnosu na osu pla-

mena, [2] , 1

3. Spoljas$nju bofnu hemijsku depoziciju, SBHD ili OVD
(Outside Vapor Deposition) kod koje je, za razliku od pret-
hodne metode, poloZaj gorionika za depoziciju bo¢no u od-
nosu na osu rotiraju¢eg nosada, [:3] .

Princip bo¢ne hemijske depozicije poznat je od ranije ali

se o njemu kao postupku dobijanja predoblika za opticka
vlakna intenzivnije razmigljalo tek od 1973 god. [4] , to je
kada je postalo jasno da je na ovaj nadin moguée proizve-
sti vlakna sa slabljenjem ispod 20 dB/km. Kompletan raz-
voj metode izvrsen je u laboratorijama Corning~a u periodu
1976 - 1980 god. Danas je to Cornig~ov industrijski postu-
pak za dobijanje opti¢kih vlakana sa kojim se kompanija

probila u red najvelih svetskih proizvodjaca.

Pored opti¢kih viakana, na opremi za BHD mogule je pro-
izvoditi kvarcne cevi i cevi sa visokim sadrZajem SiO2 iz~
uzetne ¢istole, koncentrifnosti i malih dimenzionih odstu-
panja, na par stotina stepeni nizim temperaturama od onih
koje se koriste u klasicnom postupku. Ovako dobijene kvar-
cne cevi prakti¢no su nezamenljive u procesu proizvodnje
predoblika za opticka vlakna UHD zbog izuzetno malog sa-

drzaja Ol jona (ispod 1 ppm).

Opis procesa i aparatura

Proces dobijanja predoblika obuhvata slededo proivvodne
faze: 1. depoziciju, 2. dehidrataciju i 3. konsolidaciju.
Depozicija poroznog predoblika izvodi se diskontinualno

u odnosu na druge faze, na posebnoj aparaturi, dok dehid-
ratacija i konsolidacija teku kontinualno jedna za drugom

u vertikalnoj elektrootpornoj peéi.

Princip BHD prikazan je na slici 1. Uredjaj za depoziciju,

koji je osnova itavog postrojenja, obezbedjuje rotaciju i
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Slika 1.: Princip spoljagnje bofne hemijske depozicije

1 - gorionik, 2 - nosac predoblika

translatorno pomeranje nosaca predoblika u odnosu na bo-
¢no postavljen gorionik. U gorionik, koji je drugi vaZan
deo opreme za depoziciju, uvodi se gasovita smeSa reak-
tanata (SiC14, POClq, BCl,z, GeCI4, i sli®no) generirana
u sistemu prikazanom na slici 2, pri ¢emu se u plamenu
obrazuju Cestice oksida (5102, PZOS’ GeOz, 8203, itd.)
2

/9

[3] . Ove se Cestice, noSene strujom vrelih gasova, ta=

ES] - [7] veli¢ine 10-100 nm i sp. povréine > 20 m

loze po povrsini rotiraju¢eg nosada formirajuéi tanak, po-
rozni sloj homogenog sastava.

Translatornim pomeranjem nosaca predoblika u odnosu na
gorionik obesbedjiuje se depozicija po Citavoj duZini dok

s rotacijom ostvaruje holja homogenost.



Radijalni profil indeksa refrakcije, koji je osnovna karak-
teristika predoblika za optic¢ka vlakna, postiZe se formi-
ranjem gradijenta koncentracije dopirajuéih oksida duZ ra-

dijusa buduleg predoblika, to je sukcesivnim nanofenjem
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pritisak na nosac $to dovodi do prskanja poroznog predob-
lika. Iz ovog razloga nosal se najée$ée izradjuje od grafi-
ta, A1203, kvarca ili stakla ¢iji je sastav slifan sastavu

jezgra. Njegova duzina obi¢no ne prelazi 1 m a prednik

U GORIONIK

PROGRAMIRANA PROMENA SASTAVA GASNE SMESE REAKTANATA

Slika 2.: Sistem za generiranje gasovite smeSe reaktanata

R - prediséavanje noseleq gasa (02) » K - kontrola pretoka, T - tank za punjenje

barbotera te¢nim reaktantom, G - temperiranje barbotera

nekoliko stofina slojeva u kojima je koncentracija dopana-
ta razli¢ita i prati programiranu promenu njihove koncen-
tracije u gasovitoj smesi reaktanata na podetku depozicije
svakog novog sloja.

Predoblik za optitka vlakna, kao i samo viakno, sastoji se
iz jezgra i omotaca, slika 3. Pri tom, jezgro poseduje ra-
dijalni profil indeksa refrakcije dok je omotad homogen.
Osnovni zahtev, da bi opti¢ko vlakno moglo uspeSno da pro-
vodi svetlosni signal, jeste da indeks refrakcije jezgra mo-
ra da bude veli od indeksa refrakcije omotaca. Sastav je-
zgra i omotaca, kao i izbor profila indeksa refrakcije pod~
redjeni su optimizaciji transmisionih karakteristika budu-
¢eg opti¢kog vlakna. Istovremeno, da u predobliku ne bi
doslo do stvaranja unutra$njeg naprezanja, koje bi nepo-
voljno uticalo na mehaniCke karakteristike opti¢kog viakna,
koeficijent Sirenja jezgra, koji je izmedju ostalog funkcija
njegovog sastava, mora da bude uskladjen sa koeficijentom
Sirenja omotaca. Osim toga, koeficijent Sirenja nosada
mora da bude tako izabran.da omoguéi skidanje poroznogy
predoblika sa nosaa po zavrSenom procesu depozicije,

to je da bude manji od koeficijenta Sirenja jezgra na svim
temperaturama niZzim od temperature depozicije. Ukoliko
to nije ispunjeno, prilikom hladjenja do sobne temperatu-

re na kraju procesa depozicije, skupljajuéi se jezgro vrsi

mu je 5-6 mm. Najce3Ce poseduje blagi konus radi lakeg

izvlacenja iz poroznog predoblika.

Prilikom izvlacenja nosafa iz poroznog predoblika, usled

trenja, obavezno dolazi do oSteCenja sredignjih slojeva

OMOTAL

ZASTITNI
SLOJ

Slika 3.: Struktura predoblika dobijenoy SBHD procesom

jezgra sto u buducem vlaknu ima za posledicu deformaci-
ju profila indeksa refrakcije i slabije transmisione karak-
teristike. Radi toga se, pre depozicije jezgra, na nosaé

predoblika nanosi za$titni sloj debljine 0.3 do 0.6 mm [8]




koji prilikom konsolidacije predoblika formira staklo ma-
log viskoziteta. Uloga ovog zaStitnog sloja je dvojaka: on,
s jedne strane, Stiti slojeve jezgra od oitelenja prilikom
izvia¢enja nosaca, a, osim toga, omoguéava, tokom kon-
solidacije kada se transformise u sloj stakla malog visko-
ziteta i "proteCe", popunjavanje svih neravnina na unutrad-
njoj povrsini predoblika nastalih pri izvladenju nosada.
Ukoliko unutra$nja povrsina predoblika nije idealno glatka,
prilikom zatvaranja centralnog otvora zaostaju u sredis-
njem delu jezgra mehurovi koji takav predoblik ¢ine neupo~

trebljivim.

Ranije je kao zastitni sloj kori&¢en 1-2 mm debeo sloj u-
gljeni¢ne Cadji nanefene na povrsinu nosala predoblika a-
cetilenskim plamenikom, [8] . Ovaj sloj je u potpunosti
uklanjan pri konsolidaciji, sagorevanjem na temperaturi

iznad 800°C.

Gorionik za SBHD prikazan je Sematski na slici 4. Sastav-
ljen je iz centralnog otvora oko kojeg su po koncentri¢nim
krugovima rasporedjene ostale mlaznice u obliku anular-

nih otvora ili sistema veoma finih dizni.

Slika 4.: Princip gorionika za bo¢nu hemijsku depoziciju
1 - centralna mlaznica za uvodjenje gasovite
smese reaktanata u plamen, 2 - unutras$nja zas-
titna zavesa od 02, 3 14 - mlaznice za formira-

nje plamena, 5 - spoljasnja zaStitna zavesa O2

Gasovita smesSa reaktanata uvodi se u plamen kroz central-
ni otvor. Kroz prvu koncentri¢nu mlaznicu struji kiseonik
koji obrazuje unutrasnju zastitnu zavesu. Kroz drugu i
tretu koncentri€nu mlaznicu proti¢u gorivi gas (vodonik,
propan-butan i sli¢no) i kiseonik formirajuéi plamen dok
Cetvrta koncentriéna mlaznica stu3i za obrazovanje spolji-

Snje zastitne zavese.

Unutra$nja zaStitna zavesa ima funkciju da spreci povratno
talozenje Cestica oksida nastalib u plamenu, po ¢eonoj po-

vriini gorionika koje izaziva zatvaranje veoma finih mlaz-
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nica i onemoguava normalan rad gorionika, dok je u oga
spoljainje zastitne zavese da £to je moguée bolje izoluje

plamen od okolne sredine.

Protoci svih pobrojanih gnsnih struja su laminarni.
Na slici 5 je data jedna konkretna konstruktivna varijanta

gorionika @g .

U vecini slucajeva udaljenost gorionika od nosala iznosi
oko 15 cm a temperatura u zoni depozicije na povréini no-

saca, oko 900°C.
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Slika 5.: Tehnicka izvedba gorionika za BHD. 1 - protok
gasovite smesSe reaktanata, 2 - unutrasnja zaSti-
tna zavesa, 3 - plamen, 4 i 5 ~ spoljasnja zaSti-
tna zavesa, 6 - hladjenje vodom, 7 - gasni dis-

tributer, 8 ~ zaptivna faura

Breina procesa depozicije krece se od 1 do 1 /min L&J s
[lﬂ a ofikasnost (odnos deponovanih i ukupno stvorenih

estica oksida) prelazi 50 %. Brzina i efikasnost procesa

rastu sa poveCanjem precnika nosada i koncentracije gori-

vog gasa, slika 6.
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Danas se dehidratacija i konsolidacija poroznog predobli-
ka izvode kontinualno, na istoj aparaturi, mada su ranije
koriSceni i diskontinualni postupci.

Osnovu aparature predstavlja vertikalna zonalna elektro-
otporna pet, slika 7, &ija je visina obiéno 2 do 4 puta veéa
od duzine poroznog predoblika. Tipi¢ni profil temperature,
meren u osi peli, prikazan je na slici 7. Razlikujemo tri
zone: a.) vrh peéi - to je oblast u kojoj temperatura ne
prelazi 800°C » b.) sredi3nji deo - u kojem temperatura
dostiZe maksimum, i c.) dno peli - u kojem je temperatu-

ra ispod 800°C, Ovakav oblik temperaturnog profila omo-

3 b 5 6 7 Kg/ min
\\\\ 1
2 4 6 8 10

PREENIK NOSACA (cm)

PROTOK GQR. GASA (Vmin)
i

T

ZAPREMINSKI PROTOK G
~3 [{s]
T

(9]
o

Slika 6.: Zavisnost brzine depozicije od preénika nosada i

protoka gorivog gasa, Ref. 22

guéava da se, pravilnim izborom brzine spustanja poroz-
nog predoblika kroz pe¢, izvedu jedan za drugim proces

dehidratacije i konsolidacije.

U zoni blize vrhu peéi teCe proces dehidratacije. Dehidra-
tacija se sastoji u uklanjanju OH jona, kojih u poroznom
predobliku dobijenom oksidacijom gasovitih reaktanata u
plamenu ima, u proseku, 100-200 ppm [:‘)] . OH joni nasta-
ju sagorevanjem gorivog gasa pri Cemu se kao jedan od-

produkata javija i voda.

Uklanjanje OH jona iz poroznog predoblika vrii se po sle-
deéoj reakciji [9] :
(1)

gde =SiOH predstavlja siloksi grupu vezanu za SiO2 ma-

2z=SiOH + C12—-~>—SiOSi + 2 HCL + 1/2 02

tricu pomod¢u tri kiseoni€na mosta. Pored hlora, kao de-
hidrataciono sredstvo mogu se upotrebiti i neka njegova

jedinjenja kao Sto su SOC12, CC]/1 i sli¢no.

Proces dehidratacije zapolinje na temperaturi od oko
700°C. itraje u proseku 1 h E)] . BHD omogudava, ved ru-
tinsko, dobijanje predoblika sa manje od 50 ppb OH jona,
EZ] . Smesa gasova za dehidrataciju uvodi se u centralni
otvor (slika 7) odakle difunduje kroz porozni predoblik.
Ovim je omoguéen bolji kontakt siloksi grupa sa dehidra-

tacionim sredstvom po ¢itavoj zapremini predoblika.

Optimalan sastav dehidratacione atmosfere odredjuje se
tako da brzina uklanjanja OH jona bude $to je moguée vela
a da se pri tom ne oSteti profil indeksa refrakcije u pred-
obliku. Do o$teenja profila nastupa usled sledeéih reak-

cija:

Geo,, + 201 z==CoCl] + 0]

3CL ~—= (‘,f K ?
P205+3 12 2P0 13 +3/2 o2 (3)

8203 + 3C12<—---.2BC13 +3/2 02 (4)

koje favorizuje visok sadrZaj hlora u dehidratacionoj at-
mosferi. Nastajanje isparljivih halogenida dopirajué¢ih e~
lemenata dovodi do smanjenja koncentracije njihovih oksi-
da u slojevima jezéra koji obrazuju povrsinu centralnog o~
tvora a samim tim i do smanjenja (ili, u sluaju BZOB po~
velanja) indeksa refrakcije. Sve to ima za posledicu na-
stajanje "centralnog ulegnuéa™ u sredifnjem delu profila
indeksa refrakeije, stika 8, koje drasticno smanjuje Siri-
nu frekventnog opsega optickih viakana. Konstanta ravno-
teZe za reakcije (2) - (4) proporcionalna je [Oa P Flg 4
pri ¢emu su p i q odgovarajuéi stehiometrijski koeficijen-
ti uz kiseonik i hlor u jednadinama (2) - (4). Da bi se is-
parljivost dopanata tokom dehidratacije svela na minimum,
potrebno je da atmosfera za dehidrataciju sadrzi Zto je mo-
guce manje hlora i da istovremeno bude §to bogatija kiseo-
nikom. S druge strane, smanjenje sadr#aja hlora produfu~
je potrebno vreme za dehidrataciju, dok poveanje koncen-
tracije kisconika preti da izozove nastajanje imchurova u
staklu, narocito pri temperaturi konsolidacije. U atmosfe-
ri za dehidrataciju odnos (vol% C12)2/(v01% 02) treba da
je manji od 1.0 vol% kako bi se sprecio nedopustivo veliki
gubitak dopirajuéih oksida iz predoblika [9] . U praksi je
taj odnos manji od 0.1 vol% [9] . Smesa za dehidrataciju
i1l-99.9vol% O,_. Po~

2 2
red toga, u sastav smese za dehidrataciju ulaze jo¥ i he-

najéesce sadrzi 0.1 - 9.0 vol% Cl

lijum, azot ili argon, pri éemu je helijum, zbog velike
vrednosti koeficijenta difuzije kroz Si02 matricu, najpo-

voljniji (ali i najskuplji).
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Interesantan je i uticaj temperature na proces dehidrata- tacije i tokom konsolidacije, usled porasta temperature,
cije, /reakcija (1)/, kao i na ravnotezu reakcija (2)-(1). P205 koji je lako isparljiv, sublimuje sa povriine contral—
Pokazuje se [:9] da temperatura nema veliki uticaj na polo~ nog otvora stvaraju¢i pri tom, sa svoje strane, deforma-
Zaj ravnoteZe reakcija (2)-(4) ali da ubrzava dehidrataci- ciju profila indeksa refrakcije, slika 9, u vidu "centralnog
ju 8to je od posebnog interesa kada se proces izvodi sa at- ulegnuéa'. Radi toga je potrebno da za$titni sloj pored

Cly

O,

TEMPERATURA ,°C

s OO Wee W Q. -y )

—Omu PZ—UN—<

o, H

Slika 7.: Sematski prikaz procesa dehidratacije i konsolidacije

mosferom koja sadrzi minimalne koli¢ine hlora a Zeli se

veéa brzina procesa. Tokom dehidratacije moZe da se javi onS sadrzi i proracunati kolicinu Ge02 koji kao i P205
jo$ jedna vrsta problema koja se odnosi na zasStitni sloj. povetava indeks refrakcije stakla ali je manje isparljiv.
Ovaj sloj, ¢ija je uloga opisana ranije, obi¢no sadri viso~ Pri tom, tako niska koncentracija GeO neCe bitnije pove-
ku koncentraciju PZOS kako bi se, pri konsolidaciji, dobilo Cati viskozitet zastitnoq sloja [8] » slika 10, ali ¢e sprodi-

staklo malog viskoziteta [8J - U zavrsnim fazama dehidra- ti nastajanje "centralnoy ulognudéa®.



Konsolidacija poroznog predoblika odvija se u sredi&njem
delu elektrootporne peti, u atmosferi helijuma sa dodat-
kom 5 vol% 02 [:9] . Kiseonik ima funkciju da sve nedistole,
eventualno prisutne u predobliku,. zadrZi u obliku oksida.
Proces konsolidacije je zapravo zonalno sinterovanje i o-
stakljivanje predoblika iz kojeg su prethodno dehidrataci-
jom uklonjeni OH joni. Eksperimentalno i teorijski je utvr-
djeno da je mehanizam sinterovanja poroznog predoblika
viskozni tok Eiﬂ - [1'3 . Pri tom, na pocletku procesa sin-
terovanja porozna struktura sadrzi otvorene pore ¢&iji se
udeo krece od 25 do 90 %. Tokom konsolidacije, koja je u
zavrSnim fazama pralena zatvaranjem pora, veoma je va—

Zno da u staklu ne nastupi obrazovanje mehurova. Poznato

INDEKS REFRAKCIJE

PRECNIK, pm

Slika 8.: "Centralno ulegnuée" u profilu indeksa refrakcije

je da zatvorena pora prerasta u mehur kada je neto fluks
gasa pri sinterovanju usmeren ka unutra$njosti pore [18:&] .
Helijum, koji lako difunduje kroz Si02 matricu i za sobom
poviaci gasove iz unutraSnjosti pore, usmerava neto fluks
gasa iz pore u njenu okolinu omoguéavajuéi na taj nadin
smanjivanje precnika zatvorene pore i njeno nestajanje.
Temperatura sinterovanja zavisi od sastava predoblika i
kreée se u granicama od 1200 do 17OOOC . Za predoblike
sa visokim sadrZajem SiO2 (3to je najéedéi sludaj u pra-

ksi) ona iznosi 1350 do 1450°C [9] .

Tokom konsolidacije istovremeno se vrii i zatvaranje cen-

tralnog otvora u predobliku. Da bi &itav proces mogao da

tece kontinualno, vreme potrebno za zatvaranje centralnog
otvora mora da bude uskladjeno sa brzinom spustanja pre—
doblika kroz elektrootpornu peé. Ovo se postiZze odnosom
viskoziteta jezgra, Vl’ i omotaca, V2. Utvrdjeno je [1?}
da taj odnos mora da bude manji od 1/2. U praksi se obi¢-
no radi sa odnosom \71/\/‘2 = 1/2000. Ovim se omogulava
da jezgro koje je sa manjim viskozitetom u odnosu na omo-
tac, brze sinteruje. Na taj nadin, kontrakcija omotala ko~
ja je fazno pomerena u odnosu na kontrakciju jezgra, vrsi
stalan pritisak na centralni otvor ( p = 202.65 ~ 2026.5
kPa) izazivajuéi njegovo zatvaranje. Pri tom, temperatura
mora da bude tako izabrana da viskozitet materijala iznosi

106 do 1010 poaza [8:] .

Ostali faktori koji utidu na smanjenje potrebnog vremena
za zatvaranje centralnog otvora jesu: i.) odnos prednika
centralnog otvora i precnika predoblika, ii.) odnos preéni-
ka jezgra i precnika predoblika, iii.) odnos gustine jezgra

i omotaca.
Transmisione karakteristike OVD optickih vlakana

U pogledu spektra transmisionih gubitaka, to jo slabljenja,
opticka vlakna dobijena SHBD-om ne zaostaju za vlaknima
proizvedenim aksijalnom i unutragnjom hemijskom depozi-

cijom.

SHBD omoguéava dobijanje predoblika u kojem je sadrzaj
OH jona ispod 50 ppb a nivo tedkih i prelaznih metala reda
veli¢ine ppb. Ovo ima za posledicu da su SHBD optic¢ka vla-
kna primenljiva u podrudju talasnih duZina od 0.8 do 1.6
/um, to je u sva tri danas aktuelna "prozora" (0.85 1.3

1.55/um).

U Corning-u ve¢ par godina unazad masovno proizvode
SHBD opti¢ka vlakna €ije su karakteristike date u Tabeli 1.
Dva su faktora koja ograniavaju Sirinu frekventnog opse-
ga OVD vlakana: i.) zatvaranje centralnog otvora, i ii.)
slojevita struktura predoblika. Sirina frekventnog opsega
za SHBD vlakna iznosi 3 GHz.km [12] y dok je kod SAHD
vlakana najveca postignuta Sirina frekventnog opsega oko

6.7 GHz.km L—Zﬂ .

Zatvaranje centralnog otvora unosi dve vrste deformacije
u profil indeksa refrakcije: i.) Ukoliko se ne preduzmu
posebne mere, sa povrsine centralnog otvora dolazi'do is-—
paravanja dopanata i nastajanja "ulegnuéa' u srediSnjem
delu profila indeksa refrakcije. Cak i ako se ovaj proces

suzbija, kako je to ranije opisano, izvesne mikrodeforma-



cije se ipak javljaju. ii.) Centralni otvor nikada nije mo-
guée idealno zatvoriti. Cak i ako se upotrebi sloj stakla
malog viskoziteta, manje nehomogenosti neminovno zaosta—
ju u sredisnjem delu jezgra i menjaju profil indeksa refra-

kcije.

GeO
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INDEKS REFRAKCIE

PRECNIK PREDOBLIKA

Slika 9.:
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Zakljuak

Proces botne hemijske depozicije, sa svojim svojstvima i
kvalitetom dobijenih vlakana, sve manje je u stanju da pra-
ti savremeni trend razvoja metoda za dobijanje optickih

vlakana kao i zahteve trzita.

INDEKS REFRAKCUE

PRECNIK VLAKNA

"Centralno ulegnuée" u profilu indeksa refrakcije izazvano

isparljivo$éu P205 iz zaStitnog sloja

S druge strane, predoblik dobijen SBHD~om sastojl se iz
nekoliko stotina slojeva razli¢ite debljine. Slojevi u jezgru
su najdeblji , jer imaju najmanji prednik, dok su slojevi u
omotacu sve tanji zahvaljujuéi poveéanju preénika. Pri sin-

terovanju i zatvaranju centralnog otvora dolazi do ponovnih

GeQ

INDEKS REFRAKCUE
N

PRECNIK PREDOBLIKA

Novije metode proizvodnje optickih vlakana zasnovane na
tehnici depozicije Lz] » insistiraju na kontinualnom proce-
su, vetoj brzini i efikasnosti depozicije i holjoj kontroli

profila indeksa refrakcijo,

INDEKS REFRAKCUE

PRECNIK VLAKNA

Slika 10.: Kompenzacija "centralnog ulegnuéa" dodatkom GeO2 u

zastitni sloj

promena dimenzija slojeva u jezgru i omotacu, pri femu
slojevi u jezgru, usled novog smanjenja preénika, posta-
ju jos déblji. Ova promena debljine slojeva takodje defor-
miSe profil indeksa refrakcije.

Programiranim vodjenjem odredjenih parametara depozi-
cije, u principu bi, na kraju procesa konsolidacije, mogao
da se dobije predoblik sa slojevima jednake debljine ali bi
to zahtevalo veoma precizno automatsko upravljanje proce-

som §to bi nekoliko puta poveéalo njegovu cenu.

Jedan od glavnih nedostataka SBHD je da je to diskontinu-
alan proces sa velikim brojem proizvodnih faza. Da bi se
do$lo do predoblika potrebno je izvr&iti: 1.) depoziciju,
2.) uklanjanje nosaca, 3.) dehidrataciju, 4.) konsolidaci-
juis.) zatvaranje centralnog otvora. Samim tim apara-
tura za izvodjenje procesa obuhvata: 1.) uredjaj za depo~
ziciju, 2.) sistem za generiranje gasovite smege reakta-

nata i 3.) elektrootpornu peé.



Proizvodni kapaciteti ove metode su manji od VAD-a. Iako
su brzina i efikasnost depozicije kod OVD i VAD-a pribli-
zno jednake, VAD omogufava dobijanje veéih predoblika.
U Corning~u su, [2%} , izvestili o 800 mm dugom predob-

liku (prednika 110 mm i tezine 1800 g) dobijenom boénom

Tabela 1.: Osnovne karakteristike opti¢kih vlakana proiz-
vedenih kod Corning~a, bo¢nom hemijskom de-
pozicijom, Ref. 20.

Uzorak A B C D
Numericka apertura : 0.2 0.2 0.3 0.3
Prednik jezgra (/um) : 50 50 100 100
Prednik vlakna /um) : 125 125 140 140
Sastav jezgra GeO2 GeO.2 Ge02 GeO2
8203 PZOS 8203 5102
SlO2 SlO2 5102
Sastav omogaca: 8203 5102 }3203 8203
SlO2 SlO2 SlO2
Slabljenje (dB/km):
820 nm 3.0 2.5 4.0 4.0
1200 nm 1.0 0.6 2.0 1.5
1300 nm 3.0 0.7 3.0 1.5
1500 nm 20.0 0.8 - 2.0
1600 nm - 0.3 - 2.5
ppm OH jona: 0.1 0.1 0.1 0.1
$ir.frek.ops.(MHz.km): 1000 1000 200 20

depozicijom oko hiljadu slojeva dok su u Japanu proizveli
VAD predoblik duZine 900 mm, preénika 130 mm i tezine
2400 g [2'_;] iz kojeg su izvukli preko 580 krﬁ optic¢kog vlak-
na. OVD vlakna imaju upola manju Sirinu frekventnog op-
sega @O] u odnosu na najbolja vlakna dobijena VAD-om,
[Zﬂ . To je posledica deformacije profila indeksa refrak-
cije nastale u prvom redu zatvaranjem centralnog otvora
u predobliku dobijenom OVD-om dok je kod VAD-a pojava

centralnog otvora u potpunosti izbegnuta.

Slojevita struktura OVD (i MCVD) predoblika takodje do-
prinosi deformaciji profila indeksa refrakcije i smanjenju
Sirine frekventnog opsega. Kod VAD-a je, upotreba sas-
vim nove tehnike profilisanja indeksa refrakcije eliminisa-

la slojevitu strukturu predoblika.

Medjutim, OVD za razliku od ostalih metoda pruza mogul~
nost da se na istoj aparaturi proizvode predoblik za optic¢-
ka vlakna i kvarcne cevi (kao i cevi sa visokim sadrZajem
SiO2 dopirane pomocu pZOS’ GeOz, 13203 itd. ). Kvarcne
cevi dobijene na ovaj natin, odlikuju se izuzetno malim sa-
drzajem teskih i prelaznih metala kao 1 Ol jona to omogu-~
¢ava njihovu upotrebu u procesu unutrainje hemijske depo~

zicije za dobijanje optickih vlakana i u clektronici.
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TOKOVNO KOMPENZIRANE DUSILKE ZA DUSENJE RFM MOTENJ

Janez Japelj

Vzporedno z narascanjem uporabe radunalnidtva v informa-

tiki, teleinformatiki, radunalnifkem krmiljenju industrij-

skih procesov itd. se javlja problem zanesljivosti delova-

nja racunalni$kih sistemov v veliki meri tudi zaradi radio~

frekvencnih motenj. Vedina teh motenj je impulznega zna-
Caja, kar pomeni, da obifajno zavzemajo zelo Sirok frek-
venéni spekter. Nastajajo najveckrat s prekinjanjem toko-
krogov industrijskih frekvenc 50 Hz, ¢edalje pogosteje pa

tudi pri uporabi stikalnih napajalnih naprav, krmiljenju ti-

ristorjev, ali pa jih povzrocdajo kaksne druge naprave (npr.

tv sprejemniki) .

1PORABNIK

Slika 1.: Primer vezave tokovno kompenzirane dusilke

med omrezjem in porabnikom

Omenjeni motilni signali se raz8irjajo v okolico v glavnem
na tri nacine, in sicer:

- z elektromagnetnim sevanjem,

~ preko induktivnih in kapacitivnih sklopov,

- vzdolz napajalnih vodov elektri¢nega omreZja.

tip a b c d
----- i DTMK 18 18 13 15 10
K’ 1;; % DTMK 23 23 15 20 12,5
‘QP : : DIMK 28 28 18 25 15
j i y DTMK 34 33 18 30 20
i
"'—*—’—“ :  graar

Slika 2.: Osnovne dimenzije dusilk

Prva dva vira motenj se obi¢ajno odpravljata pri konstruk-
ciji vsake naprave (oklaplanje), tretji vir motenj pa pogo-

sto dusimo z dudilkami ali LC filtri.

DuSenje izrazito nesimetri¢nih motenj uspefno dufimo z
uporabo tako imenovanih tokovno kompenziranih dudilk.
Osnovna karakteristika jim je ta, da je induktivnost neod-
visna od bremenskega toka. Med omre¥je in porabﬁika jih

vezemo, kot prikazuje slika 1.

L{mH)}
60 «

50 +
40 4
30 1
20+

10 1

0 prerp et + t :

+
41,080

Slika 3.: Prikaz odvisnosti dovoljenih bremenskih tokov

za posamezno induktivnost

V tem Clanku zelimo prikazati novo druzino tokovno kom-

penziranih du$ilk razvitih v zadnjem asu v Iskra-Feriti.

Dusilke so navite na lastnih visokopermeabilnih feritnih

jedrih iz feritnih materialov 22 G z zaletno permeabilno-

stjo /ui = 6000 in 12 G z zaletno permeabilnostjo /ui =
|
LimH) ;
5«.
i
' i
flHz)
0 s ! % 600 AN i
0 10?2 M5 ? 10t

Slika 4.: Prikaz odvisnosti induktivnosti od frekvence

10.000. V ta namen so bila uporabljena toroidna jedra, ki

so pred navijanjem izolirana s termoplasti¢no izolacijsko
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plastjo. Dusilke so vstavljene v plastina ohi$ja z izvodni-
mi kontakti za montaZo v tiskano vezje. Zalite so s tempe-
raturno obstojno (> 150°C) epoksi smolo z veliko preboj-

no trdnostjo.

/?10%5» - ’ W)

-30°:
60

H-90°

10° ﬁ‘"Hz)

* 10! 102 10°

Slika 5.: Odvisnost absolutne vrednosti admitance in

faznega kota od frekvence

Zaradi razli¢nih bremenskih tokov in ustreznega obsega

induktivnosti so razdeljene v tri velikosti kot kaZe slika 2.

Obseg induktivnosti za posamezne nazivne bremenske to-

kove prikazuje diagram na sliki 3.

Za dusilko DTMK 18 z nazivno induktivnostjo 1,6 mH je na
diagramu slike 4 prikazan potek odvisnosti induktivnosti

od frekvence.

Za isto dusilko je na sliki 5 prikazan potek absolutne vre-

dnosti admitance in faznega kota v odvisnosti od frekvence.
Meritve so opravljene pri konstantni magnetni gostoti je-

dra B =0,5 mT.

Vidimo, da nastopa resananca pri frekvenci f = 2,7 MHz.
Imaginarni del impedance spremeni karakter in nad to
frekvenco previada kapacitivni karakter. Modul impedance
doseZe maksimalno vrednost (minimum admitance). Du-

Senje okrog te resonanine frekvence bi bilo najvedje.

Te frekvenéne odvisnosti smo podali kot orientacijski pre-

gled v osnovni potek glavnih karakteristik.

Kompleksnejsi tehniski opis, ki bo podajal pregled karak-

. teristik preko celotnega asortimana, pa bo predmet kake-

ga prihodnjega &lanka.

Janez Japelj

Iskra Elementi - Feriti
Ljubljana - Stegne

KRMILNA ROCICA KOT PRIPOMOCEK ZA UCENJE ROBOTA

Saso Zorman, Miso Ribari¢

1. UVOD

Od izbire nacina uenja industrijskega robota je odvisno,
koliko Casa bomo porabili za udenje in kako kvalitetno bo-
mo to delo lahko opravili. Dober pristop k refevanju tega
problema vodi k zmanj$anju obratovalnih strogkov, poveda-
nju fleksibilnosti robota in vedji kakovosti opravljenega de-
la. Krmilna rodica, ki smo jo razvili, predvsem mo&no po-
enostavi "on-line" u€enje robota, kadar ga ud¢imo gibanja
po zahtevnih prostorskih krivuljah. Uporabna je tudi pri

tako imenovanem ucenju od tocke do tocke.

2. POSTAVITEV PROBLEMA

Med obratovanjem robot izvaja vnaprej nauden program.

Tega ga pri "on~line" nacinu ucenja naud¢imo tako, da ga

vodimo na Zelen nacin skozi delovni prostor. Pri tem si
mora robot oziroma njegovo krmilje zapomniti pot, po ka=-
teri se giblje, ali vsaj doloCene znaéilne tocke te poti. To,
ali si mora robot zapomniti celo pot ali samo relativno
majhno Stevilo znadilnih tolk te poti, je odvisno od narave

opravila.

K ucenju robota lahko pristopimo na ved nadinov. Kako u~
¢inkovito bo ufenje, je v veliki meri odvisno od tega, kako
posreceno smo izbrali nadin udenja za konkretno uporabo.
Kot primer vzemimo barvanje. Da bi lahko z robotom us-
pesno barvali tudi zahtevnej$e predmete, ga moramo biti
sposobni nauéiti gibanja po poljubnih prostorskih krivuljah.
Zato moramo v tem primeru izbrati tak nacin uenja, ki

to na enostaven nacin omogoca. Izredno muéno in zamudno
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bi bilo, ¢e bi morali vsako tocko poti posebej definirati.
Nasprotno pa bi bilo idealno, e bi lahko robota prijeli in
ga roc¢no peljali po zadani poti, tako kot €e bi imeli v roki

samo brizgalno pistolo.

Na institutu Jozef Stefan smo preizkusili ved nadinov ude-

nja robotov. Tako imamo moZnost uciti:

- preko prenosne krmilne plosce .
- s pomocjo robotskega programskega jezika .
- s pilotno napravo.

~ s pomocjo krmilne rodice.

Pri ué¢enju preko prenosne krmilne plod¢e s pritiskanjem
in drZanjem pritisnjene tipke vodimo robota v poljubno to¢-

ko prostora. Pri tem ga lahko vodimo po njegovih notran-

Slika 1.: Shematska slika krmilne vocice

jih - zglobnih koordinatah ali pa po zunanjih - kartezi¢nih
koordinatah. Tak nadin ufenja je primeren za vnaSanje zna-
¢ilnih tok, manj pa za opisovanje zveznih trajektorij. Dru-
gi nacin, ki je primeren za enako vrsto ufenja, je ulenje

s pomocjo programskega jezika ROBI. S programom, pisa-
nim v tem jeziku, je mogode robota voditi v posamezne to-

¢ke njegovega delovnega prostora.

Za uporabe, kjer je potrebno, da robot izvaja zahtevne in
dobro definirane prostorske gibe, sta primernej$a zadnja

dva od prej naStetih nac¢inov uéenja.

Pri nafem delu imamo na voljo hidravli‘ne robote. Zaradi
samozapornosti hidravlike takega robota na roko ni mogode
premikati. Zato je bila razvita posebna pilotska naprava,
ki dimenzijsko in strukturno popolnoma posnema robota,

je pa veliko laZje vodljiva. Med procesom uéenja rofno vo-

dimo pilotsko napravo po predpisani poti. Robot je nato spo-

soben ponoviti tako napravljen gib.

Drugi pristop, ki ne zahteva izdelave pilotske naprave, je
uporaba krmilne rocice za aktivno udenje robota. V tem
primeru operater premika robota s pomodjo njegovih last~
nih motorjev. Clovek pri tem opravlja le toliko fiziénega

dela, kolikor je potrebno, da ima dober obdutek vodenja.

3. KRMILNA ROCICA

Krmilna rocica je togega tipa. To pomeni, da krmilnih sig-
natov ne generira pomik rocice, ampak sila, ki deluje na-
njo. Pomik ro¢ice je zanemnarljiv tudi pri silah nekaj kilo-

pondov. Zato ne vpliva bistveno na obdutek vodenja robota.

Izhod krmilne rolice predstavljajo trije signali, ki so pro-—
porcionalni komponentam nanjo delujole sile, razstavljene
v smereh osi kartezinega koordinatnega sistema (slika 1).
Poleg tega je v krmilno palico vgrajen tudi senzor dotika

in funkcijska tipka, katere funkcija ni v naprej definirana.
Na sliki 1. je shematsko prikazana zgradba krmilne rodi-
ce. Najpomembnejsi element krmilne rodice je merilni
kriz, ki nosi uporovne merilne listice, kot prikazuje slika.
Merilne listi¢e poveZemo v mostiéno vezje po sliki 2. Tako
dobimo $tiri merilna mesta, katerih enosmerni potenciali

se spreminjajo sorazmerno sili, ki deluje na roéico.

Poglejino, kaj se dogaja, ¢o deluje na rodico sila v Y sme—
ri! V merilnem kriZu se pojavijo mehanske napetosti in
tlaki, tako da se merilna listia S1 in S7 raztegneta, S3

in 85 pa skrcita. To pomeni, da se upornost prvih dveh po-
veCa, drugih dveh pa zmanjsa. Posledica tega je, da se po-
tencial v to¢ki m1 zniZa, v m2 pa zviSa. Razlika potencia~
lov. m3-m1 je proporcionalna sili v smeri Y. Podobno izpe-
ljavo lahko naredimo za silo v X smeri. Ta je proporcio-
nalna potencialni razliki m4-m2. Komponente v Z smeri
ne moremo izraziti z razliko potencialov dveh merilnih
to¢k. To komponento dobimo tako, da od potencialov m4 in
m2 najprej odstejemo potencial referentne todke v in nato
ti dve razliki se&tejemo. Torej Z komponenta je proporcio-

nalna m4-v+m2-v,

Potencialne razlike, ki so jim proporcionalne komponente
X, Y in 7., tvorijo signale amplitud reda 10mV. Da dobi-
o za ohdelavo uporabne signale, je v ohisju krmilne ro-
¢ice nameddena elektronika, ki sedtova oziroma oditova

ustrezne potenciale in nato rezultate tudi ojadi. Tako dobi-
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mo izhodne signale proporcionaine X, Y in Z komponentam

sile, katerih amplitude so reda 10V.

Omenili smo Ze senzor dotika, ki je name&&en neposredno
na rocki krmilne rodice. Senzor dotika opravlja varnostno

funkcijo. S svojim izhodnim stanjem javlja, ali operater

¢ji kot 5V. V nekaj milisekundah po tem, ko rocico izpusti,

pade izhodni signal na OV.

4. SKLEP

Krmilna rodica je pokazala svojo uporabno vrednost na

—C+5Y
RO
Sk R1=18K
mi M v
iR
S8 RZ2=18K

_| 6K

Slika 2.: Mosti¢no vezje s $tirimi merilnimi in eno referencno vejo

drzi krmilno ro¢ico ali ne. Na podlagi tega je mogole za~-
gotoviti, da se robot pod nobenim pogojem ne bo premikal ,
kadar v rezimu udenja operater nima v roki krmilne rodi-

ce.

Senzor deluje na kapacitivnem principu. Ko operater pri-
me krmilno rocdico in se tako dotakne vhodne sponke senzor-
ja, s tem vzpostavi kapacitiven skiop med vhodom senzor-
ja in omreZjem. Na izhodu senzorja tedaj dobimo vlak im-
pulzov frekvence 50Hz. Z glajenjem dose¥cmo, da je iz~

hodni signal ves Cas, ko operater dr#i krmilno rodico, ve~

primeru ucenja gibanja robota po zveznih trajektorijah.
Ucenje 2 njeno pomodjo je enostavno in hitro. Za delo si
je sicer potrebno pridobiti nekaj spretnosti, vendar nava-
dno ni potrebno dalj$e Solanje. Zadostuje Ze nekaj ur dela
z njo. Robotika ni edino podroéje njene uporabe. Mozno bi
jo bilo uporabiti tudi za krmiljenje razli¢nih delovnih stro-

jev in morda Se kje.

SaSo Zorman, dipl.ing.
Miso Ribarid, dipl.ing.

Institut "JoZef Stefan"
Ljubljana, Jamova 39

ZAKAJ INOVATIVNA DEJAVNOST PRI NAS NE MORE PRAV ZAZIVETI?

Marijan Stele

Kljub ugodni in vsestranski druZbeni podpori inovativni de-
javnosti se v praksi na tem podrocju Zal kaze celo nazado-
vanje. Ker pa nas sedanji gospodarsko-ckonomski poloZaj
terja za svojo ozdravitev prav oporo na lastno znanje in
kreativno inovacijsko naravnanost vsakega delavca na vseh
podroc¢jih naSe dejavnosti, je tako stanje zaskrbljujole in
zahteva analizo vzrokov in nujnih ukrepov. Hkrati je seda-
nje upadanje izumiteljske dejavnosti dokaz, da nismo uspe-
li pri dosedanjih akcijah in ukrepih dosedi vseh bistvenih
pogojev za razvoj inovativne kreativnosti in miselnosti ~

o je zadostne motiviranosti ljudi in ustvariti ustreznih po-

gojev za njeno realizacijo, to je pretoka informacij, admi-
nistrativno pravnih del pri podeljevanju patentnih pravic,
trga ponudbe in povprasevanja, vrednotenja ter predvsem
potrebnega znanja in poznavanja moZnosti podrocja indus-

trijske lastnine.

éeprav smo z zakonom leta 1981 predpisali delovanje na
podrodju industrijske lastnine, sprejeli v OZD ustrezne
akte, prideli z aktivnim programiranjem razvoja inovativ-
ne dejavnosti v vseh druZbenih strukturah in drufbeno po-

liti¢nih organizacijah, kjer je predvsem sindikalna organi~



zacija aktivno pomagala pri razvoju osnovnih aktivnosti na
tem podrodju, pa so Zal ostali druzbeni pogoji nerazviti in

neugodni za razvoj inovativne dejavnosti.

Primerjava podatkov o Stevilu vloZenih patentnih prijav in
podeljenih patentov v obdobju 1983 ~ 1984 (tabela 1) kaZe
na o¢itno upadanje $tevila patentnih prijav (12 %) v SFRJ,
od tega tujih za 18 %, jugoslovanskih za 7 %, slovenskih pa
za 28 %. Zabelezimo upadanje Stevila podeljenih patentov
za 18 %, od tega tujih za 19 %, jugoslovanskih za 16 % in
porast slovenskih za 28 %. Podatek, da je bilo v SFRJ po-
deljenih v tem obdobju povpreéno 800 patentov, od tega le
110 jugoslovanskih (delez slovenskih je cca 70 patentov),
kaze, da so razmere katastrofalne, saj smo na predzad-

njem mestu v Evropi (pred Albanijo).

Enaka so razmerja na podrocju zascite modelov in vzor-
cev, kjer je padec zaslite Se vedji (do 30 %), majhen pa
je porast nase zaslite na podrocju zaglite blagovnih znamk
in padec za&dite tujih, kar kaZe posledice manjSega nakupa
tujih licenc in kooperacij v odnosu na tujo tehnologijo in
boljSe varovanje in za3dito naSih proizvajalcev na doma-

dem trzisdu.

Na podroc¢ju tehni¢nih izboljsav ni kljub zakonu skoraj no-
benih podatkov, saj v medobcinskih gospodarskih zborni~

cah, kjer bi se ti morali po zakonu zbirati, le~-teh ni.

Brez vsake sistemati¢ne evidence pa so druge vrste izbolj-
Sav, inovacij in koristnih predlogov, deprav delo v praksi
kaze, da je v DO v zadnjem Casu marsikaj novega na osno-
vi domadega znanja. Zal pa je popolnoma zatajilo zajema-
nje teh reéifev, Se mnogo bolj pa pretok informacij o njih

in s tem trzna ponudba.

Na drugi strani je ofitno vse vedje povpragevanje gospo-
darstva zaradi tezjih pogojev gospodarjenja, pomanjkanja
surovin, zastarele opreme, nasifenosti trga s starimi iz-
delki in s tem povezana potreba po prestrukturiranju in no-

vih programih z zmanjSevanjem stroskov pri proizvodnji.

Eden od poglavitnih vzrokov za majhen interes po zasciti

pri nas je v tezavah Zveznega zavoda za patente, kjer tra-
ja celoten postopek do izdaje patenta in s tem do vseh pra-
vic prijavitelja zaradi mocno zastarele obdelave in prever-

janja patentibilnosti od $tiri do sedem let. Patent traja sc-

dem let z moznostjo podaljSanja za enako obdobje. Vzrok
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temu je nepravolasno posodabljanje ZZP, ki zaradi zasta-
rele, pomanjkljive opreme, pomanjkanja kadrov in prosto-
rov, ne more sodobno ohdelovati dokumentacijo in podat-
kov. Tako na$i patenti niso preverjeni na zas¢ito v Japon-
ski, Veliki Britaniji, Kanadi, europatentih (za3$&ita v 10 »
drzavah EGS) WO (svetovnem patentu - zaS¢itenem v sku-
pini 23 drzav), kar predstavija 43 % dele? patentov v sve-
tu, zaradi ¢esar ne izpolnjuje vel osnovnih zahtev medna-
rodne organizacije za intelektualno svojino (WIPA) o pa-
tentiranju, kar predstavlja oziroma postavlja vprasanje
statusa in vrednosti na$ih patentov. Se tefje je stanje na
podrocju modelov, vzorcev in blagovnih znamk, kjer je ce-
lotno poslovanje roc¢no in so podatki prakti¢no nedostopni.
Najslabge je poslovanje na podroc¢ju dokumentacijske de-—
javnosti, kjer traja nekaj mesecev, da narocniki dobijo po~
trebne dokumente in podatke, najnovejsih dokumentov pa
sploh ni mogoce dobiti ali pa lezijo v wabojih, ker ni pro~
stora in opreme, da bi dokumentacijo iz mikrofilmov po-
sredovali naroCnikom. Kaksna Zkoda je to za naSe gospo-
darstvo, ni teZko ugotoviti, saj stane ena stran takega do-
kumenta v tujini 1 DM, Zvezni zavod za patente pa jih do-
biva na osnovi izmenjave, vedji del pa za minimalno plati~
lo. Vendar bo kmalu tudi te izmenjave konec, ker tuji pa-
tentni uradi ne poslujejo veC na papirni dokumentaciji, tem-
ve¢ na mikrofilmski, ki je ZZP Se nima. Prava sramota je,
da ni mogode dobiti pravodasno niti fotokopij, ker ima Za-
vod le dva stara fotokopirna aparata, ki sta najveCkrat po-
kvarjena. Samo za Olimpiado 1984 smo imeli preko 300

takih strojev.

Zaradi tega je bilo slovensko gospodarstvo prisiljeno for-
mirati Regionalni center za SRS, ki zagotavlja poslovno upo-
rabno poslovanje, slovenski delegaciji pa je postavilo nalo-
go, da v ZIS postavi vprasanje delovanja ZZP, ki mora 156;
stati organizacija za vzpodbujanje gospodarstva, ne pa ad-
ministrativni organ, ki to zavira. Brez resitve tega proble-
ma, ki finanéno pomeni manj kot ena srednje velika zgre~
Sena investicija, ki je ravno zaradi takih razmer ne more—
mo pravoCasno preveriti in prepreciti, ne bomo zagotovili
interesa inovatorjev za zascito, $e manj pa organizacij

zdruzenega dela in privatnih proizvajalcev.

Padec zasCite tujih partnerjev je posledica novega zakona
(53. ¢ten), ki nudi moznost prenosa pravie industrijske
lastnine vsaki DOy ¢e ni zado&den pogoj proizvodnje za ce-
loten trg v SFRJ, Tezko pa se bomo z nasimi posebnostmi
v zakonu upirali svetu s sto patenti letno (v svetu je letno

cca 700 - 800 tisod patentov).



Na podrocju vzorcev, modelov in blagovnih znamk je poslo-~
vanje v Zveznem zavodu za patente rofno, podatki so nedo-
stopni, zato je Regionalni center v SRS prisiljen za potrebe
gospodarstva sam razviti racunalnisko obdelavo teh podat-
kov in nabaviti europatent, saj je nemogole spremljati in
tvegano trgovati v EGS, ¢e ni poznano, kdo in kaj na tem
trziscu §¢iti, Se posebno e izvaZamo izdelke, narejene s
tehnologijo v tujini kupljenih licenc. Marsikaterega nasega

izvoznika je to stalo ved kot bi nas vsi ti podatki in doku-

Informacija samo z enega podrodja vse bolj postaja le go~

i podatek. Tako je posebno za nafo miselnost in nepriprav=-
ljenost dajati in obdelovati podatke, zanimiv podatek iz ZDA,
da ima javno objavljena informacija 60 % svoje dejanske
vrednosti, namenskemu uporabniku 30 %, skupini, ki jo ob=-
deluje 1% in posameszniku 0,001 %. Pri nas je Zal neznanje
in nepoznavanje moZnosti, kako priti do potrebnih informa-
cij, krivo, da nimajo prave vrednosti in cene, da se skri-

vajo in uporabljajo za osebne, prestiZne in neposlovne na-

1. Patentne prijave 1983 1984 primerjava 83/84
Stevilo b Stevilo % v %
vseh skupaj 2542 2257 - 12
tujih 1078 42,4 388 39,3 - 18
jugoslovanskih 1464 57,6 1369 60,7 - 7
od teh slovenskih 235 9,24 169 745 - 28
2. Podeljeni patenti
vseh skupaj 933 768 - 18
tujih 807 86,5 661 86,1 - 19
jugoslovanskih 126 13,5 107 13,9 - 16
od teh slovenskih 59 6,3 76 9,9 + 28

Vir podatkov: Zvezni zavod za patente

Tabela 1.: Pregled patentnih prijav in podeljenih patentov v SFRJ v letih 1983 in 1984

menti skupaj. Zal se, tako odgovorni za delovanje ZZP, ve-
¢ji del gospodarstva in druzba v celoti, premalo zavedamo
gkode, ki jo povzroda tako stanje. Zaradi tega je pri nas
$e velika vedina delovnih organizacij odvisna od stalnih,
tradicionalnih partnerjev, ki jim preko enostranskih infor-
macij vsiljujejo svoje pogoje poslovanja, prodajajo zasta-
relo opremo in tehnologijo, brez moZnosti da bi to preveri-
1i in poiskali konkurendne partnerje in sodobnej$e regitve.
Na sreco smo v Sloveniji z ustanovitvijo specializiranih
informacijskih centrov omogo¢ili dostop do potrebnih po-
datkov s pomodjo sodobnih raunalnigkih baz podatkov.
Manjka nam dokumentacija, ki jo je smiselno zbirati le na
jugoslovanskem nivoju, predvsem pa manjka znanja in ka-
drov, ki bi gospodarstvu zagotovili obdelane, ozko usmer-
jene, selekcionirane podatke in dokumente. Sodobna infor-
macija postaja radunalnigko obdelana, hitro dostopna, ved-
namenska, interdisciplinarna (marketingka, tr#na, poslov-

na, tehnic¢na, tehnolodka, ekonomska).

mene. Zbir informacij, ali kot ga v svetu imenujejo - in-
formacijski inziniring - mora postati tudi pri nas osnova
za vsako poslovno, razvojno in investicijsko dejavnosti in
;
odloditev. Samo tak pristop bo razmahnil inovativnost in
omogotil pravo vrednotenje in uporabo inovacij in izumitel j-
stva, hkrati pa ga bo dvignil tudi na vi$jo raven. Prav goto-
vo hodo refitve nafih izumiteljev kvalitetnejie, &e bodo po-

znali obstojece resitve v svetu in pri nas.

Posebno pozornost bo potrebno nameniti izobrazevanju. Po-
vsem zmotno je, da nekaj o tem izvedo Sele visokoSolci,
saj je po statisti¢nih podatkih najmanj izumiteljev med nji~
mi (18 %), ni¢ pa v srednjih, poklicnih in osnovnih Solah,
iz katerih je najvedje Stevilo izumiteljev (iz srednjih 42 %,
poklicnih 39 %). Prav v teh sredinah je nujno seznanjati in
izobrazevati o izumiteljstvu, inovacijah in informatiki.
Velik problem na inovacijskem podrofju ostaja vrednote~

nje - razlikovanje med delovno dolZnostjo in inovativno kre~
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ativnostjo delavcev in pomo¢ inovatorjem pri pripravi in

realizaciji inovacije v praksi.

Le malo je pri nas delovnih organizacij, ki nagradijo vsak
koristen predlog, dodatno stimulirajo in omogodajo boljle
delovne in razvojne pogoje inovatorjem. V svetu Ze dolgo
vzpodbujajo svobodno razvojno delovanje izumiteljev in mi-

mo pravilnikov razvijajo inovacijsko dejavnost.

Pri nas inovator Ze tezko pride do osnovnih podatkov in na-
svetov, nemogod in predolgotrajen je administrativni si-
stem priznavanja in podeljevanja pravic inovatorju in do-
stop na trg. Zaradi tega pozno dobiva svoje materialne pra-
vice in dohodek, nemalokrat mora sodno uveljavijati svoje
pravice, kar ga zavira pri nadaljnjem razvoju, ali ga celo
odvraca od tega zaradi osebnih nasprotovanj okolja in sla-

bosti posameznikov.

Prav naStete teZave so ovira pri nagih zeljah za razmah izu-

miteljstva in inovativne kreativnosti delavcev, saj v praksi

ne omogolajo izvajanja zakona. Zato bo nujno zagotoviti de~

lovanje in izvajanje slededih aktivnosti:

- uvesti svetovalno dejavnost inovatorjem v delovnih orga-
nizacijah in preko sindikalnih organizacij, kjer mora to

postati stalna naloga

~ uvesti seznanjanje in izobraZevanje v osnovnih, poklicnih

VABILO K SODELOVANJU NA MIEL 86
Rudi

I. OBVESTILO

MIEL-86, XIV. Jugoslovansko posvetovanje o mikroelek—
troniki z mednarodno udeleZbo, predstavlja tradicionalni
sestanek strokovnjakov s podrocja mikroelektronike iz vse

Jugoslavije.

Referati na temo industrijskih raziskav s
podrocja mikroelektronike naj bi zajemalli
mikroelektronsko tehnologijo vse od funda-
mentalnih in aplikativnih raziskav, razvoja
in projektiranja do prenosa v proizvodnjo
monolitnih in hibridnih integriranih vezij,
kakor tudi diskretnih komponent in njihovo

zanesljivost.

in srednjih Solah, v visokih Solah pa uvesti celotno pozna~
vanje te dejavnosti, vkljuéno s poznavanjem dokumenta~

cijskih in informacijskih baz podatkov

- urediti sodobno poslovanje Zveznega zavoda za patente
na podrodju industrijske lastnine
- normalizirati Cas priznavanja patentov in drugih izumov

v okviru pogojev in zahtev, ki veljajo v svetu

- zagotoviti pogoje za poslovno uporabno dobivanje vseh

pomembnih podatkov o za$¢iti nafe in tuje dokumentacije

- zagotoviti centralno zbiranje vseh vrst in oblik inovacij
preko sodobnih informacijskih virov in oblik (raunalnik,

teletekst, videotekst, itd.)

~ ustanoviti trg ponudbe in poirpraéevanja po inovacijah v

slovenskem in jugoslovanskem prostoru

~ zagotoviti inovatorjem boljSe delovne in razvojne pogoje

in moznosti

- dodatno stimulirati in vzpodbujati mno%iéno inovativno

dejavnost z materialnim in delovnim napredovanjem

- zagotoviti brezplalno svetovanje inovatorjem pri pripra-

vi in realizaciji tehni€nih izbolj$av in izumov.

Ing. Marijan Stele

Skupnost za svetovanje,
Ljubljana

OD 14. DO 16. MAJA 1986 V BEOGRADU

Rodak

1. OBAVESTENJE

MIEL-86, XIV. Jugoslavensko savetovanje o mikroelek-
tronici sa medjunarodnim ue$éem pretstavlja veé tradi-
cionalni sastanak struénjaka s podrudja mikroelektronike

iz ¢itave Jugoslavije.

Referati o industrijskim istrazivanjima iz
podrué¢ja mikroelektronike ée obuhvatiti
mikroeclektronske tehnologije od fundamen-
talnih i aplikativnih istraZivanja, razvoja
I projektovanja do prenosa u proizvodnju
monolitnih i hibridnih integrisanih kola te

diskretnih elemenata.



Posvetovanje bo zajemalo tudi naslednja aktualna tematska
podrodja:
~ optoelektronika

~ senzorji

- pasivni elementi na osnovi povrsinskih valov

novi polprevodniski materiali
- integrirana vezja na bazi GaAs

mikrovalovni hibridi

molekularna elektronika

Prijavljeni referati bodo sprejeti na osnovi raz$irjene

kratke vsebine v obsequ 2 tipkanih strani.

Uradni jeziki posvetovanja so vsi jugoslovanski in angles-

¢ina.

Kotizacija

Namesto kotizacije je obvezen nakup Zbornika referatov,
ki bo izSel pred posvetovanjem, po ceni 10.000,00 din

(za inozemske udeleZence § 100).

Razstava

Posvetovanje bo spremljala razstava proizvodov in opreme
s podrocja mikroelektronike. Razstavljavci naj se prijavi-

jo organizatorju najkasneje do 10. februarja 1986.

Roki

Prijava referata s kratko vsebino: 15.01.1986
Potrditev sprejema referata: 30.01.1986
Skrajni rok za dostavo referata: 15.03.1986

Prosimo, da se drzite navedenih rokov, sicer vas prispe-

vek ne bo uvrsiden v program posvetovanja.

Organizator: SSESD - Strokovna sekcija za elektronske se-
stavne dele, mikroelektroniko in materiale

pri Jugoslovanski zvezi za ETAN

lokalni organizatorji: Ei - RO Razvojno istrazivacki insti-
tut, Beograd

Institut M. Pupin, Beograd
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Savjetovanje e razmatrati i sledea aktualna tematska po-

drudja:

- opto-elektronika

- senzori

- pasivni elementi na bazi povrsinskih talasa
~ novi poluprovodnicki materijali

- integrisani sklopovi na bazi GaAs

mikrotalasni hibridi

bioelektronika

Referati ¢e se primati na osnovu recenzije kratkog sadr-

zaja u obimo od 2 stranice.

" Sluzbeni jezici su svi jugoslavenski i engleski.

Kotizacija

Umesto kotizacije je obavezna porudzbina Zbornika refe-

rata po ceni od 10.000,00 din (za inostrane udesnike g 100).

Izlozba

Uz savetovanje Ce se odrZati izloZba proizvoda i opreme
iz podrucja mikroelektronike. Izlagadi treba da se prijave

do 10. februara 1986.

Termini

Prijava referata sa kratkim sadrzajem: 15,01.1986
Obavestenje o prihvatanju referata: 30.01.1986
Poslednji rok za dostavljanje referata: 15.03.1986

Molimo vas da se gornjih rokova pridrzavate, jer u supro-

tnom va$ referat neée biti prihvaéen.

Organizator: SSESD - Strucna sekcija za elektronske sa~
stavne delove, mikroelektroniku i materija~-

le kod Jugoslavenskog saveza za ETAN

Lokalni organizatori: Ei - RO Razvojno istraZivacki
institut, Beograd

Institut M. Pupin, Beograd



Sponzorji: Srpska akademija nauka i umetnosti,
Beograd

Elektrotehnicki fakultet, Beograd
Institut HTMI, Beograd

Ei - RO Telekomunikacije, Beograd

Ivo Lola Ribar, Beograd

Tajnik posvetovanja: Pavle Tepina, tel. (061) 316 886
329 955
Elektrotehnifka zveza Slovenije

61000 Ljubljana, Titova 50

Predsednik SSESD:
Dr. Rudi Rodak
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Sponzori: Srpska akademija nauka i umetnosti,
Beograd

ElektrotehniCki fakultet, Beograd

Institut HTMI, Beograd
Ei ~ RO Telekomunikacije, Beograd

Ivo Lola Ribar, Beograd

Sekretar savetovanja: Pavle Tepina, tel. (061) 316 886
329 955
Elektrotehni$ka zveza Slovenije

61000 Ljubljana, Titova 50

Predsednik SSESD:
Dr. Rudi Rocak

POZIV ZA OGLED RAZSTAVE SEMICON V zZURICHU

Pavle Tepina

Strokovna sekcija za elektronske sestavne dele, mikroe-
lektroniko in materiale prireja skupaj s potovalno agenci-
jo INEX v dneh od 3. do 6. marca 1986 strokovno ekskur—
zijo na mednarodno razstavo polprevodnifke tehnike SE-

MICON v Ziirichu.

PROGRAM POTOVANJA

1. dan 3.3.1986 12h00 Zbor udeleZencev na letaligdu
Pleso v Zagrebu
13h25 Odhod letala na liniji YU/320 v
Ziirich
14h40 Prihod v Ziirich. Po opravljenih
carinskih formalnostih prevoz do

hotela, nastanitev in prenolitev.

2. dan 4.3.1986 Prenocisle z zajtrkom. Ves dan
namenjen ogledu mednarodne raz-

stave

3. dan 5.3.1986 Prenocisce z zajtrkom. Ves dan
namenjen ogledu mednarodne raz-

stave.

4. dan 6.3.1986 Zajtrk. Dopoldan namenjen ogledu
mednarodne razstave

14h00 Prevoz na letalide

15h30 Odhod letala na liniji YU/321 v Za-

greb.

16h40 Prihod v Zagreb

CENA POTOVANJA: 108700 din za &lane sekcije (najmanj

25 oseb), v enoposteljnih in dvopos-

teljnih sobah

V CENO JE VKLJUCENO:

- letalski prevoz ZG - Ziirich - ZG

- letaligka taksa

- gostinske storitve po programu (prenodi¥ie z zajtrkom)
- prevoz: letaliS€e - hotel - letalig&e

- stroski organizacije in vodstva potovanja

V CENO NI ZAJETO:

~ prevoz na in z letaliS¢a Pleso v Zagrebu
- vstopnica za ogled sejma, ki jo bo moZ¥no pladati v dinar-

jih pred potovanjem

OPOMBA :

Cena potovanja je prirejena po sedaj veljavnih cenah in se~
daj veljavnem deviznem tefaju (18, 12. 1985). V primeru
kakrsnihkoli sprememb se temu ustrezno spremeni cena
potovanja. PridrZujemo si pravico odpovedi potovanja v

primeru nezadostnega $tevila prijav ali vigje sile.

Pavle Tepina, dipl.ing.
SSESD, Ljubljana



TECAJ O OSNOVAH VAKUUMSKE TEHNIKE
Andrej Pregelj

Drustvo za vakuumsko tehniko Slovenije je organiziralo v
zadnjih letih vel tefajev iz OSNOV VAKUUMSKE TEHNIKE.
Zaradi velikega zanimanja nameravamo tecaj ponoviti v
dneh od 28. do 30.1.1986. Tecaj bo v prostorih InStituta za
elektroniko in vakuumsko tehniko, Teslova 30, Ljubljana.

Obsegal bo 20 ur predavanj z naslednjimi temami:

1. Pomen in razvoj vakuumske tehnike

2. Fizikalne osnove vakuumske tehnike

3. Vakuumske &érpalke (membranske &rpalke in érpalke
s tekolinskim obrocem)

4. Rotacijske ¢rpalke

5. Kineti¢ne ¢rpalke na pogonsko tekolino, paro oziro-
ma plin (ejektorske in difuzijske Erpalke)

6. Sorpcijske Erpalke

7. Vakuumski spoji in tesnilke

8. Vakuumski sistemi

9. Vakuummetri

10. Odkrivanje netesnih mest (leak detekcija)

11. Vakuumski materiali in delo z njimi

12. Vakuumske tankoplastne tehnologije

13. Pomen povriin v vakuumski tehniki in njihova karak-
terizacija

14. Vakuumska higiena in ¢isti postopki

15. Doziranje, ¢i§éenje in preiskave plinov

16. Sest ur vaj in ogled in&tituta

Tecaj je namenjen tako vzdrZevalcem in razvijalcem va-
kuumskih naprav kot tudi raziskovalcem, ki potrebujejo pri
svojem razvojnem oziroma raziskovalnem delu vakuumske
pogoje. Kotizacija za udelezence iz organizacij zdruZenega
dela je 25 000 din. Vsak udeleZenec prejme zbornik preda-
vanj OSNOVE VAKUUMSKE TEHNIKE. Prijave sprejema or-
ganizacijski odbor (Pavli, Nemani&, Zavasnik, Pregelj),
ki daje tudi vse dodatne informacije na telefonski Stevilki

061) 263 461.
( ) Andrej Pregelj, dipl. ing.

Drustvo za vakuumsko
tehniko Slovenije, Ljubljana
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mikrosiektonko

Iskra Mikroelektronika nudi razvoj in izdelavo vezij MOS LSI in VLSI po
zahtevah naroénika na osnovi logi¢nih mrez (gate array), standardnih ce~

lic in na¢rtovanje povsem naroc¢niSkih vezij.

1. Nacrtovanje povsem naro¢niSkih vezij je primerno za integrirana vezja

I\
.

v vedjih koli¢inah, ki zahtevajo optimizirane lastnosti na minimalni po-
vrsini uporabljenega silicija.

Ralunalni$ka programska oprema Iskre Mikroelektronike polno podpira
to nalrtovalsko tehnologijo, ki postane cenovno udinkovita pri koli¢inah

nad 100.000 vezij letno.

Iskra Mikroelektronika obvladuje proizvodnjo osnovnih rezin za izdelavo
vezij na osnovi logi¢nih mreZ razli¢nih gostot (200 do 800 ekvivalentnih
vrat) v zanesljivi tehnologiji CMOS s polikristali¢no silicijevo elektrodo.
Predprocesirane rezine omogocajo hitro in ekonomsko upravic¢eno reali-
zacijo manj$ih serij vezij MOS LSI. Moderna racunalni$ka nalrtovalska
oprema ter racunalni$ka testna oprema zagotavljata udinkovito nadrtova-

nje in testiranje vezij na osnovi logi¢nih mrez.

Moderna racunalnisSka nadrtovalska oprema omogoda hitro in zanesljivo
nalrtovanje vezij MOS LSI s pomocjo standardnih celic, kar pride v po-
Stev predvsem za velje serije vezij po narodilu. Visoka stopnja varnosti
pred Sumom in velik temperaturni razpon tehnologij CMOS omogoda upo-
rabo standardnih celic v razli¢nih uporabniskih podrodjih. Knjiznica stan-
dardnih celic za proces CMOS (5/um) je namenjena napajalnim napeto-

stim od 3V do 12V in temperaturam spoja od -40°C do 140°C.




Navodila avtorjem

Publikacija Informacije SSESD je zainteresirana
za prispevke domadih in inozemskih aviorjev —
Se posebej ¢lanov SSESD — s podrocja elek-
tronskih sestavnih delov, mikroelektronike in ma-
teralov, ki jih lahko razvrstimo v naslednje ka-
tegorije: izvirni znanstveni ¢lanki, strokovni Clan-
ki, pregledni strokovni ¢lanki, mnenja in komen-
tarji, strokovne novosti, Clanki iz prakse, ¢lanki
in porocila iz delovnih organizacij, inStitutov in
fakuitet, Clanki in porodila o akcijah SSESD,
¢lanki in porocila o dejavnostih &lanov SSESD.

Sponzorji SSESD lahko brezplatno objavijo v
vsaki Stevilki publikacije po eno stran strokovnih
informacij o svojih novih proizvodih, medtem ko
je prispevek za objavo strokovnih informacij
ostalih delovnih organizacij 6000 din za A4 stran.

Prispevek mora biti pripravijen tako:

a) Imena in priimki avtorjev brez titul

b) Naslov dela, ki ne sme biti daljsi od 15 be-
sed in mora jasno izrazati problematiko prispev-
ka

¢) Uvod — formulacija problema

d) Jedro dela

e) Zakljucek

f) Literatura

i) Imena in priimki avtorjev, vklju&no s titulami
in naslovi njihovih delovnih organizacij

Rokopis naj bo jasno tipkan v razmaku 1,5 v
girini 12 cm (zaradi montaze na A3 formatu in
pomanjSave na A4 format) na A4 listih. Obseg
rokopisa naj praviloma ne bo ve&ji od 20 s stro-
jem pisanih listov A4, na katerih je Sirina tipka-
nja 12 cm.

Risbe je potrebno izdelati s tusem na pavs pa-
pirju ali belem papirju. Vsaka risba, tabela ali fo-
tografija naj ima Stevilko in podnapis, ki oznaduje
njeno vsebino. Podnapisi za risbe, ki so Siroke
do 12 cm, naj bodo tipkani do Sirine 12cm, za
risbe, ki so SirSe, pa Sirina podnapisa ni ome-
jena. V tekstu je potrebno oznaditi mesto, kjer
jih je potrebno vstaviti. Risbe, tabele in fotogra-
fije ni potrebno lepiti med tekst, ampak jih je
potrebno lo€eno priloziti ¢lanku. .

Delo je lahko pisano v kateremkoli jugoslovan-
skem jeziku, dela inozemskih avtorjev pa v an-
glesc&ini ali nems&c&ini.

Avtorji so v celoti odgovorni za vsebino objav-
ijenega sestavka.

Informacije SSESD izhajajo aprila, junija, sep-
tembra in decembra v tekofem letu.

Rokopise, prosimo, posljite mesec dni pred izi-
dom 8tevilke na:

UrednisStvo Informacije SSESD

ElektrotehniSka zveza Slovenije

Titova 50
61000 LJUBLJANA

Rokopisov ne vradamo.

Upute autorima

Publikacija »informacije SSESD« zainteresirana
je za priloge domacih i inozemskih autora, na-
ro&ito ¢&lanova SSESD. Priloge s podruCja elek-
troni¢kih sastavnih dijelova, mikroelektronike i
materijala mozemo razvrstati u sledeCe skupine:
izvorni znanstveni c&lanci, struéni &lanci, prikazi
stru¢nih &lanaka i drugih struénih radova, mis-
ljenja i komentari, novosti iz struke, Clanci i
obavijesti iz prakse, ¢lanci i obavijesti iz radnih
organizacija, instituta i fakulteta, ¢lanci i oba-
vijesti o akcijama SSESD, ¢&lanci i obavijesti o
djelatnosti ¢lanova SSESD.

Sponzori SSESD-a mogu besplatno u svakome
broju publikacije objaviti po jednu stranu struc-
nih informacija o svojim novim proizvodima.
Ostale radne organizacije plac¢aju za objavljiva-
nje sliénih informacija 6.000 din po jednoj A4
stranici.

Prilozi trebaju biti pripremljeni kako slijedi:

a) Ime i prezime autora, bez titula

b) Naslov ne smije biti duzi od 15 rije¢i i mora
jasno ukazati na sadrzaj priloga

c) Uvod u kojemu se opisuje pristup problemu
d)} Jezgro rada

e) ZakljuCak

f) KoriStena literatura

i) Imena i prezimena autora s titulama i nazivi-
ma institucija u kojima su zapcsleni.

Rukopis treba biti uredno tipkan na A4 formatu
u razmaku redova 1,5 i Sirini reda 12 cm (zbog
montaze na A3 format i presnimavanja). U pra-
vilu, opseg rukopisa ne treba prelaziti 20 tipka-
nih stranica A4 formata s redovima Sirine 12 cm.

Crteze treba izraditi tuSem na pausu ili bijelom
papiru. Svaki crtez, tablica ili fotografija treba
imati naziv i broj. Za crteze do 12cm S§irine
naziv ne smije biti §iri od 12 cm. Za crteze vece
Sirine nije ograniCena Sirina naziva. U tekstu je
potrebno oznaditi mjesto za crteze. Crteze, tab-
lice i fotografije ne treba lijepiti u tekst, ve¢ je
potrebno priloziti ih ¢lanku odvojeno.

Rad moze biti pisan na bilo kojem od jugosla-
venskih jezika. Radovi inozemnih autora trebaju
biti na engleskom ili njemackom jeziku.

Autori odgovaraju u potpunosti za sadrzaj objav-
lijenog rada.

»Informacije SSESD« izlaze u aprilu. iunu, sep-
tembru i decembru tekuée godine.

Rukopise za slijededi broj 3aljite najmanje mje-
sec dana prije izlaska broja na:

UredniStvo »Informacije SSESD«

Elektrotehniska zveza Slovenije

Titova 50

61000 LJUBLJANA

Rukopise ne vraéamo.




Sponzorji SSESD
Sponzori SSESD

RIZ-KOMEL OOUR TVORNICA POLUVODICA, Zagreb

SELK — TVORNICA SATOVA, Kutina

ISKRA — IEZE TOZD HIPOT, Sentjernej

ISKRA — MIKROELEKTRONIKA, Ljubljana

ULJANIK, Pula

RIZ-KOMEL OOUR ELEMENTI, Zagreb

ISKRA — IEZE TOZD SEM, Ljubljana

ISKRA — IEZE TOZD TOVARNA POLPREVODNIKOV, Trbovlje
UNIS — RO TVORNICA TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME, Mostar
ELEKTRONIK — PROIZVODNJA ELEKTRICKIH UREDAJA, Zagreb
ISKRA — AVTOMATIKA, Ljubljana

ISKRA — INDUSTRIJA KONDENZATORJEV, Semic¢

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Ljubljana

ELEKTRONSKI FAKULTET, Ni$

RAZISKOVALNA SKUPNOST SLOVENIJE, Ljubljana

RADE KONCAR — OOUR ELEKTROTEHNICKI INSTITUT

ISKRA — |EZE TOZD FERITI

El — RO El — POLUPROVODNICI




